SP 212

Si-npn-Planar-Fototransistor in Allplast-Linsen-Ver-

kappung.

Die spektrale Empfindlichkeit des SP 212 ist dem Ein-
satz in Verbindung mit GaAs-IRED angepaBt.
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- 65 .| " Kollektor
Grenawerte (¥, = 25 °C) min typ. max
Kollektor-Emitter-
Spannung Uce - - 50 V
Kollektor-Emitter-
Spitzenspannung Upem - - 50 V
Emitter-Kollektor-
Spannung Uec - - 7V
Emitter-Kollektor-
Spitzenspannung Uecm - - 7V
Gesamtverlustleistung Peot - - 100 mWwW
Wdrmewiderstand Rih 0,65 - - KimW
Betriebstemperatur 3, —40 bis 85 °C |
Lagerungstemperatur Istg —50 bis 100 °C
Sperrschichttemperatur 9] 90 °C
Kennwerte (3, = 25 °C) min.  typ. max.
Kollektorstrom
Eqg =0; Upcg=25V lco - 5 100 nA
Kollektorstrom Ic 0,4 1.0 - mA
E, =10001x, Ucg =5V
Kollektor-Emitter-
Sattigungsspannung
Wellenldnge der max, '
spektralen
Empfindlichkeit - —_— - 850 - nm
Spektraler Empfindlich-
keitsbereich JAY S von 450 bis 1 050 nm
Schaltzeiten
bei lc == 80D uA, t, - 4 10 us
Ug =35V ;R =1kQ t - 4 10 s
Kapazitat
Kollektor-Emitter
f=1MHz, Ucg=0;E;, =0 Cg¢g - 3 - pF



